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摘要(译)

描述了一种制造微器件和微器件阵列并将其转移到接收基板的方法。在一个实施例中，在蚀刻p-n二极管层期间，电绝缘层用作蚀
刻停止层，以形成多个微p-n二极管。在一个实施例中，在微器件形成和转移到接收衬底期间使用导电中间粘结层。
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